
Союз Советских 
Социалистических 

Роспублик 

Г о с у д а р с т в е н н ы й комитет 
С С С Р 

по делам изобретении 
и о т к р ы т и й 

О П И С А Н И Е 
И З О Б Р Е Т Е Н И Я 

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

( 6 ! ) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22)Заявлено 04.11.78(21) 2682123/18-25 

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет — 

Опубликовано 23.01.81. Бюллетень №3 

Дата опубликования описания 28.0181 

о.. 798565 

(51)м. К л . 3 

С 01 N 21/85 

( 5 3 ) У Д К 535.242.2 

(088.8) 

(72) Авторы 
изобретения В.А.Мирошник, В.Г.Трегуб, В.Д.Попов и С.И.Сиренко 

(71)Заявитель Киевский технологический институт пищевой промышленности 

[54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ 

КРИСТАЛЛООБРАЗОВАНИЯ В САХАРНЫХ УТФЕЛЯХ 

1 

Изобретение относится к контролю 

технологических процессов и может 

быть применено в системах контроля 

и управления процессом уваривания 

сахарных утфелей. 

Известен способ контроля процес­

са уваривания, основанный на диф­

ференциальном измерении состояния 

утфельной массы, электропроводности 

раствора и использовании устройств, 

служащих для создания "опережения" 

по пересыщению раствора, увариваемо­

го в вакуум-аппарате [1 ]. 

Однако электропроводность раство­

ра находится в большой зависимости 

от его температуры, а в рафинадных 

утфелях эта зависимость особенно 

большая, поэтому известный способ 

позволяет контролировать начало обра­

зования первичных и вторичных крис- 20 
таллов с погрешностью и требует тща­

тельной компенсации влияния темпера­

туры на сигнал по "муке". 

Известно также устройство контроля 

за процессом кристаллообразования с 

помощью фотометрических средств, ра­

ботающих на просвечивание [2]. 

Недостатком известного устройства 

является то, что оно может опреде­

лить наличие "муки", вторичных крис-
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таллов в растворе только в момент • 
ее возникновения, когда предотвра­
тить появление "муки" уже нельзя. 
Появление "муки" влечет за собой 
уменьшение скорости кристаллизации 
сахара. 

Наиболее близким к предлагаемому 
по технической сущности является 
способ и устройство, в котором конт­
роль процесса кристаллообразования 
в сахарных утфелях осуществляется 
по измерению дифференциальной интен­
сивности двух световых потоков, про­
шедших раствор. При этом устройство, 
служащее для контроля процессов крис­
таллообразования в сахарных утфелях 
содержит источники света и сравни­
тельный и измерительный фотоэлементы, 
включенные по мостовой схеме [ з ] . 

Недостатком известного устройства 
является то, что при уваривании про­
дуктовых утфелей, утфелей с высокой 
цветностью а также при большом коли­
честве первичных кристаллов в раство­
ре для точного контроля начала обра­
зования первичных кристаллов и "муки" 
зазор между осветителем и фотодатчи­
ком незначительный, • а это в произ­
водственных условиях приводит к за­
медлению скорости течения раствора 
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между фотоприемником и осветителем, 
засахариванию стекол устройства и 
в ы х о д у его из строя. Кроме того не 
обеспечивается необходимая точность 
и надежность контроля процессов крис 
таллообразования. 

Ц е Л Ь И З О б р е Т е Н И Я - П О В Ы Ш е Н И е ТОЧ-

ности и надежности контроля процес­
сов первичного и вторичного крис­
таллообразования . 

Указанная цель достигается тем, 
что контроль процессов первичного 
и вторичного кристаллообразования 
осуществляют по измерению дифферен­
циальной интенсивности двух диффуз-
но отраженных световых потоков. 

Кроме того перед измерением повы­
шают пересыщение раствора путем ох­
лаждения . 

для осуществления способа предназ 
начено устройство, содержащее источ­
ники света и сравнительный и измери­
тельный фотоэлементы, включенные по 
мостовой схеме, о т л и ч а ю щ е е -
с я тем, что в него введена цирку­
ляционная труба с охлаждающей рубаш­
кой и оптическими окнами дая освети­
телей и фотоэлементов, оптические 
оси которых расположены в пределах 
5-80° по отношению к нормали опти­
ческого окна. 

На чертеже изображено устройство 
контроля процессов кристаллообразо­
вания . 

Устройство состоит из циркуля­
ционной трубы 1, снабженной охлаж­
дающей рубашкой 2, двух-сравнитель-* 
ного и измерительного фотодатчиков, 
установленных до и после охлаждаю­
щей рубашки и состоящих из осветите­
лей 3,4, фотоэлементов 5,6, окон 
7,8, линз 9,10 и шестеренчатого на­
соса 11 с электродвигателем 12. Ве­
личина охлаждения раствора регули­
руется прибором 13,получающим сигна­
лы с датчиков 14,15 температуры, и 
управляющих регулирующим вентилем 
16.Сигналы с фотоэлементов поступают 
на прибор 17 контроля процессов 
кристаллообразования. Устройство 
присоединяется к вакуум-аппарату с 
помощью фланцев 18,19. 

Устройство работает следующим об­
разом . 

Часть увариваемого в вакуум-аппа 
р а т е р а с т в о р а отбирается с помощью 

шестеренчатого насоса 11 в циркуля­
ционную трубу 1, где в результате 
подачи охлаждающей воды в рубашку 
2, этот раствор охлаждается. Пони­
ж е н и е температуры раствора, находя­
щегося в метастабильном состоянии, 
приводит к повышению его пересыще­
ния и увеличению вероятности обра­
з о в а н и я в н е м кристаллических зароды­
шей. При з а д а н н о й скорости циркуля­
ции раствора по контуру происходит 
"опережение" процесса уваривания 
утфеля в вакуум-аппарате по Пересы-
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щению. В критический момент увари­
вания, когда в вакуум-аппарате пере-
.сыщение поднимается до границы мета-
стабильной зоны, в контуре "опереже­
ния" в районе измерительного фот.о-
датчика, в результате достижения 
этой границы возникают кристалли­
ческие центры, в вакуум-аппарате 
самопроизвольное кристаллообразова­
ние начинается через 3-10 мин после 
этого. 

Для увеличения точности измерений 
которая достигается путем устранения 
зеркальной компоненты отраженного 
светового потока, на фотоэлементы на 
правляют только диффузионно-отражен­
ные лучи, размещая осветители 3,4 и 
фотоэлементы 5,6 в плоскостях, углы 
которых относительно нормали с опти­
ческих окон 8,9 отличаются на 5-80°. 

При появлении кристаллов в растворе 
появляется разность в сигналах срав­
нительного и измерительного фотоэле­
ментов, по величине которой судят 
о концентрации кристаллов в раст­
воре. Наперед заданная величина сиг­
нала по "муке" определяет момент 
заводки кристаллов в аппарат. 

Аналогичным образом производится 
контроль вторичного кристаллообразо­
вания. Возникшие в результате повы­
шения пересыщения вторичные крис­
таллы и "мука" изменяют величину 
отраженного света, что служит сиг­
налом к изменению режима уваривания 
утфеля в аппарате с целью поддержа­
ния его на оптимальном уровне, на 
границе вторичного кристаллообразо­
вания . 

При этом отраженный свет от пер-
•вичных кристаллов в измерительном 
датчике компенсируется таким же ко­
личеством отраженного света в компен­
сационном . 

Предлагаемое устройство может 
контролировать не только наличие 
кристаллических центров, но и их 
количество, что позволяет выбирать 
оптимальные режимы заводки кристал­
лов и уваривания утфеля в аппара­
те, при этом увеличивается надежность 
устройства по сравнению с известным. 

Формула изобретения 

1.Способ контроля процессов крис­
таллообразования в сахарных утфелях 
по измерению дифференциальной интен­
сивности двух световых потоков', 
прошедших раствор, о т л и ч а ю ­
щ и й с я тем, что, с целью повыше­
ния точности и надежности контроля 
процессов первичного и вторичного 
кристаллообразования, контроль осу­
ществляют по измерению дифференциаль­
ной интенсивности двух диффузно отра­
женных световых потоков. 
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2 . Способ п о п . 1 , о т л и ч а ю 
щ и й с я тем, что перед измерением 
повышают пересыщение раствора путем 
охлаждения. 

3.Устройство контроля процессов 
кристаллообразования в сахарных 
утфелях по способу п п . 1 и 2 содер­
жащее источники света и сравнительный 
и измерительный фотоэлементы, вклю­
ченные по мостовой схеме, о т л и ­
ч а ю щ е е с я тем, что, с целью 
увеличения надежности и точности 
измерений контроля процессов пер­
вичного и вторичного кристаллообразо­
вания, в него введена циркуляцион­
ная труба с охлаждающей рубашкой и 
оптическими окнами для осветителей 
и фотоэлементов, оптические оси кото-
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рых расположены в пределах 5-80 
по отношению к нормали оптического 
окна. 
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